Оптимизация радиационной стойкости сенсоров давления by Ильин, С.В.
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 



























Сумський державний університет 
2013
ІМА :: 2013 СЕКЦІЯ 7:Моделювання
 складних систем 
166 
Оптимизация радиационной стойкости сенсоров давления 
 
Ильин С.В., асп. 
Одесский государственный экологический университет, г. Одесса 
 
Решение ряда проблем разработки современных интеллектуальных 
сенсоров физических величин требует применения новых методов ав-
томатизированного проектирования, основой которых является мате-
матическое моделирование всех этапов изготовления и разработки 
сенсоров. 
Целью работы являлось создание математической модели сенсоров 
давления для оценки радиационной стойкости. Радиационная стой-
кость сенсора давления определяется радиационной стойкостью чув-
ствительного элемента и конструкционных материалов. 
Принцип работы чувствительного элемента заключается в измене-
нии под действием давления сопротивления диффузионных тензоре-
зисторов, расположенных на рабочем кристалле. Поверхностное со-
противление диффузионного слоя R3 = (220 ± 10) Ом/□, глубина зале-
гания (3,0 ± 0,1) мкм. Изменение сопротивлений тензорезисторов, 
включенных в мостовую схему, обуславливает изменение выходного 
напряжения при постоянном токе питания (2,000 + 0,001) мА. 
По данным, приведенным в [2], при потоках нейтронов до  
Фн = 1013н/см2 ни концентрация, ни подвижность носителей практиче-
ски не изменяются. Незначительное изменение концентрации носите-
лей наблюдается при уровнях Фн > 5 ´ 1013 н/см2, что соответствую-
щим образом скажется на изменении величины сопротивления тензо-
резисторов.  
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